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１．概要（Summary） 

中空構造 SOI(Silicon on Insulator)層を用いた低温

転写技術における高性能フレキシブルデバイス実現のた

め、広島大学ナノデバイス・バイオ融合科学研究所の設

備を用いて微細加工を行った。現在、課題としてフレキシ

ブル基板上への単結晶シリコン膜を用いた CMOS 論理

回路の作製が挙げられる。CMOS 回路の実現のために

はSiO2 ピラーの形状制御が極めて重要であり、イオン注

入によってピラーをテーパー形状に制御することにより

n,p-channel TFT をフレキシブル基板上への同時転写

を実現し、CMOS トランジスタとしての動作を確認した。現

在、同一SOI基板を用いて低コスト化のために繰り返し転

写技術の確立を試みている。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

マスクレス露光装置、 エッチング装置（神戸製鋼, CDE 

SiN用）、 汎用熱処理装置 

【実験方法】 

SOI ウェハ[SOI層: p-type Si(100), 8-20 Ω∙cm]に

おいて RCA洗浄後、マスクレス露光装置を用いて 1 m 

× 6 mのライン両端に 15 m × 15 mの正方形のシリ

コンアイランドを配置したドッグボーン形状にパターンニン

グした(Fig.1)。CDE にて SOI 層をパターニング後、

channel及びS/D領域へのイオン注入、不純物活性化を

行いピラー形状制御のためのイオン注入 (Pillar 

Shaping Implantation: PSI)を行った。その後 HF ウェ

ットエッチングにより中空構造 SOI 層を形成し、中空構造

を保持した状態で熱酸化を行い、SOI 層全体を覆うような

コンフォーマルな酸化膜を形成した。そしてポリエチレン

テレフタラート(PET)基板へ転写し、コンタクトホール形成、

アルミ配線を行った。 

 

 

 

 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

イオン注入による SiO2 ピラーの形状制御により

n,p-channel TFT を PET基板上への同時転写を実現し

た(Fig.2)。また n,p-channel TFT の電界効果移動度は

それぞれ 529 cm2V-1s-1、191 cm2V-1s-1、また S値はそ

れぞれ 78.3 mV/dec、72.3 mV/decを示し、ドレイン

電圧 0.1Vにおいて 7桁を超える高い ON/OFF比、さ

らに 10-13A台の低い OFF電流値を実現した(Fig3)。 
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